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(54) 액정표시장치와 그 리페어방법

(57) 요약

본 발명의 액정표시장치는 투명기판; 상기 투명기판 상에 게이트라인과 연결되게 형성된 박막트랜지스터의 게이트전극;

상기 투명기판 상에 상기 게이트전극 및 게이트라인을 덮도록 형성된 게이트절연층; 상기 게이트라인과 교차되는 데이터

라인과 연결되도록 상기 게이트절연층 상에 형성되는 상기 박막트랜지스터의 소오스전극; 상기 게이트전극을 사이에 두고

상기 소오스전극과 대응되게 형성된 상기 박막트랜지스터의 드레인전극; 상기 데이터라인과 상기 소오스전극 및 드레인전

극을 덮도록 형성된 패시베이션층; 상기 패시베이션층에 형성되어 상기 드레인전극을 노출시키는 접촉홀; 상기 패시베이

션층 상에서 상기 접촉홀을 통해 상기 드레인전극과 전기적으로 연결되고 오목하게 파여진 요(凹)자 형상의 오목부들과 상

기 오목부들 사이에 리페어공정으로 절단 가능한 절단부를 가지는 화소전극; 및 상기 오목부들 사이에 형성된 상기 절단부

의 양 끝단에 형성되어 상기 절단부의 위치를 표시하는 리페어마크들을 포함하고, 상기 화소전극의 주변은 상기 게이트라

인 및 상기 데이터라인과 중첩되고 상기 오목부들은 인접하는 상기 데이터라인들 사이에 형성된다. 따라서, 게이트라인을

사이에 두고 인접하는 화소전극들이 단락되어도 리페어가 용이하고 화소전극이 게이트라인과 전기적으로 연결되는 것이

방지된다.

대표도

도 2

특허청구의 범위
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청구항 1.

투명기판;

상기 투명기판 상에 게이트라인과 연결되게 형성된 박막트랜지스터의 게이트전극;

상기 투명기판 상에 상기 게이트전극 및 게이트라인을 덮도록 형성된 게이트절연층;

상기 게이트라인과 교차되는 데이터라인과 연결되도록 상기 게이트절연층 상에 형성되는 상기 박막트랜지스터의 소오스

전극;

상기 게이트전극을 사이에 두고 상기 소오스전극과 대응되게 형성된 상기 박막트랜지스터의 드레인전극;

상기 데이터라인과 상기 소오스전극 및 드레인전극을 덮도록 형성된 패시베이션층;

상기 패시베이션층에 형성되어 상기 드레인전극을 노출시키는 접촉홀;

상기 패시베이션층 상에서 상기 접촉홀을 통해 상기 드레인전극과 전기적으로 연결되고 오목하게 파여진 요(凹)자 형상의

오목부들과 상기 오목부들 사이에 리페어공정으로 절단 가능한 절단부를 가지는 화소전극; 및

상기 오목부들 사이에 형성된 상기 절단부의 양 끝단에 형성되어 상기 절단부의 위치를 표시하는 리페어마크들을 포함하

고,

상기 화소전극의 주변은 상기 게이트라인 및 상기 데이터라인과 중첩되고 상기 오목부들은 인접하는 상기 데이터라인들

사이에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 오목부와 상기 절단부는 상기 화소전극을 패터닝할 때 형성된 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 리페어마크는 상기 게이트전극과 동시에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4.

투명기판, 상기 투명기판 상에 게이트라인과 연결되게 형성된 박막트랜지스터의 게이트전극, 상기 투명기판 상에 상기 게

이트전극 및 게이트라인을 덮도록 형성된 게이트절연층, 상기 게이트라인과 교차되는 데이터라인과 연결되도록 상기 게이

트절연층 상에 형성되는 상기 박막트랜지스터의 소오스전극, 상기 게이트전극을 사이에 두고 상기 소오스전극과 대응되게

형성된 상기 박막트랜지스터의 드레인전극, 상기 데이터라인과 상기 소오스전극 및 드레인전극을 덮도록 형성된 패시베이

션층, 상기 패시베이션층에 형성되어 상기 드레인전극을 노출시키는 접촉홀, 및 상기 패시베이션층 상에서 상기 접촉홀을

통해 상기 드레인전극과 전기적으로 연결되는 화소전극을 가지는 액정표시장치의 리페어방법에 있어서,

상기 투명기판 상에 리페어마크들을 형성하는 단계;
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오목하게 파여진 요(凹)자 형상의 오목부들을 인접하는 상기 데이터라인들 사이의 상기 화소전극에 형성하고, 상기 오목부

들 사이에서 상기 리페어마크들에 의해 지시되는 절단부를 상기 화소전극에 형성하는 단계; 및

리페어공정에서 상기 리페어마크들이 표시하는 상기 절단부를 레이저 빔으로 절단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하

는 액정표시장치의 리페어방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 리페어마크는 상기 게이트전극과 동시에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 리페어방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치(Liquid Crystal Display : LCD)에 관한 것으로서, 특히, 화소전극들 사이가 전기적으로 단락되어

발생되는 점 결함(point defect)을 리페어(repair)할 수 있는 액정표시장치와 그 리페어방법에 관한 것이다.

액정표시장치는 박막트랜지스터(Thin Film Transistor)로 이루어진 구동소자인 스위칭 소자와 기판 사이에 주입되어 입

사되는 빛을 투과하거나 반사하는 액정을 제어하는 화소(pixel) 전극을 기본단위로 하는 화소가 종횡으로 배열된 구조를

가진다.

액정표시장치에서 스위칭소자인 박막트랜지스터와 이에 연결된 화소전극으로 구성된 단위 화소가 하부 기판 상에 각각

N×M(여기서, N 및 M은 자연수)개가 매트릭스(matric) 상태로 종횡으로 배열되고, 이 박막트랜지스터 게이트전극들과 드

레인전극들에 신호를 전달하는 N개의 게이트라인과 M개의 데이터라인이 게이트라인과 교차되어 형성된다. 그리고, 화소

전극은 액정표시장치의 개구율을 증가시키기 위해 데이터라인 및 게이트라인과 중첩시켜 형성한다.

도 1은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 평면도이다.

종래 기술에 따른 액정표시장치는 투명기판(1) 상에 N개의 게이트라인(3)과 M개의 데이터라인(7)이 교차되게 형성되어

N×M개의 화소영역을 한정한다. 상기에서 게이트라인(3)과 데이터라인(7)은 금속으로 형성되며 사이에 게이트절연층(도

시되지 않음)이 형성되어 전기적으로 절연된다. N×M개의 화소영역 내에 N×M개의 화소가 형성되는 데, 이 화소는 게이

트라인(3) 및 데이터라인(7)에 전기적으로 연결되게 형성된 스위칭소자인 박막트랜지스터(Thin Film Transistor)에 의해

구동된다.

박막트랜지스터는 게이트전극(5)과, 소오스 및 드레인전극(11)(9)과, 반도체층(도시되지 않음)과 오믹접촉층(도시되지 않

음)으로 형성된다. 상기에서 게이트전극(5)은 게이트라인(3)과 연결되게 형성되며, 소오스전극(11)은 데이터라인(7)과 연

결되게 형성된다. 그리고, 드레인전극(9)은 게이트전극(5)을 사이에 두고 소오스전극(11)과 대응되게 형성된다.

상술한 구조의 박막트랜지스터를 덮도록 패시베이션층(passivation layer : 도시되지 않음)이 형성된다. 상기에서 패시베

이션층은 질화실리콘 등의 무기절연물질이나, 또는, 아크릴(acryl)계 유기화합물, BCB(benzocyclobutene) 또는 PFCB

(perfluorocyclobutane) 등의 유기절연물질로 형성된다.
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그리고, 패시베이션층 상의 화소영역에 화소전극(13)이 형성되어 있다. 화소전극(13)은 인듐주석산화물(Indium Tin

Oxide : ITO), 주석산화막(Tin Oxide : TO) 또는 인듐아연산화물(Indium Zinc Oxide : IZO) 등의 투명한 전도성물질로

형성되는 것으로 접촉홀(15)을 통해 드레인전극(9)과 연결된다. 상기에서 화소전극(13)은 개구율을 증가시키 위해 주변의

소정 부분이 게이트라인(3) 및 데이터라인(7)과 중첩되게 형성된다.

상술한 구조의 액정표시장치에 있어서 화소전극(13)들은 게이트라인(3) 및 데이터라인(7)과 중첩되게 형성되므로 패턴 불

량 또는 금속성 이물 등에 의해 인접하는 것들끼리 단락(short)되어 점 결함(point defect)이 발생되기 쉽다. 따라서, 인접

하는 화소전극(13)들 사이의 패턴 불량 또는 금속성 이물 등을 레이저 빔(laser beam)으로 절단하여 리페어(repair)하여

야 한다.

그러나, 화소전극들 사이의 패턴 불량 또는 금속성 이물 등을 레이저 빔(laser beam)으로 제거하기 어렵고, 또한, 패시베

이션층 및 게이트절연층도 파괴되어 화소전극이 게이트라인과 전기적으로 연결되는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 투명한 화소전극에서 절단할 위치를 쉽게 확인할 수 있게 하여 화소전극들 사이의 패턴 불량 또

는 금속성 이물 등을 레이저 빔(laser beam)으로 제거하기 용이하게 하며 화소전극이 게이트라인과 전기적으로 연결되는

것을 방지할 수 있는 액정표시장치와 그 리페어방법을 제공하는 데 있다.

발명의 구성

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시장치는 투명기판; 상기 투명기판 상에 게이트라인과 연결되게 형성

된 박막트랜지스터의 게이트전극; 상기 투명기판 상에 상기 게이트전극 및 게이트라인을 덮도록 형성된 게이트절연층; 상

기 게이트라인과 교차되는 데이터라인과 연결되도록 상기 게이트절연층 상에 형성되는 상기 박막트랜지스터의 소오스전

극; 상기 게이트전극을 사이에 두고 상기 소오스전극과 대응되게 형성된 상기 박막트랜지스터의 드레인전극; 상기 데이터

라인과 상기 소오스전극 및 드레인전극을 덮도록 형성된 패시베이션층; 상기 패시베이션층에 형성되어 상기 드레인전극을

노출시키는 접촉홀; 상기 패시베이션층 상에서 상기 접촉홀을 통해 상기 드레인전극과 전기적으로 연결되고 오목하게 파

여진 요(凹)자 형상의 오목부들과 상기 오목부들 사이에 리페어공정으로 절단 가능한 절단부를 가지는 화소전극; 및 상기

오목부들 사이에 형성된 상기 절단부의 양 끝단에 형성되어 상기 절단부의 위치를 표시하는 리페어마크들을 포함하고, 상

기 화소전극의 주변은 상기 게이트라인 및 상기 데이터라인과 중첩되고 상기 오목부들은 인접하는 상기 데이터라인들 사

이에 형성된다.

상기 오목부와 상기 절단부는 상기 화소전극을 패터닝할 때 형성된다.

상기 리페어마크는 상기 게이트전극과 동시에 형성된다.

본 발명에 따른 액정표시장치의 리페어방법은 투명기판, 상기 투명기판 상에 게이트라인과 연결되게 형성된 박막트랜지스

터의 게이트전극, 상기 투명기판 상에 상기 게이트전극 및 게이트라인을 덮도록 형성된 게이트절연층, 상기 게이트라인과

교차되는 데이터라인과 연결되도록 상기 게이트절연층 상에 형성되는 상기 박막트랜지스터의 소오스전극, 상기 게이트전

극을 사이에 두고 상기 소오스전극과 대응되게 형성된 상기 박막트랜지스터의 드레인전극, 상기 데이터라인과 상기 소오

스전극 및 드레인전극을 덮도록 형성된 패시베이션층, 상기 패시베이션층에 형성되어 상기 드레인전극을 노출시키는 접촉

홀, 및 상기 패시베이션층 상에서 상기 접촉홀을 통해 상기 드레인전극과 전기적으로 연결되는 화소전극을 가지는 액정표

시장치의 리페어방법에 있어서, 상기 투명기판 상에 리페어마크들을 형성하는 단계; 오목하게 파여진 요(凹)자 형상의 오

목부들을 인접하는 상기 데이터라인들 사이의 상기 화소전극에 형성하고, 상기 오목부들 사이에서 상기 리페어마크들에

의해 지시되는 절단부를 상기 화소전극에 형성하는 단계; 및 리페어공정에서 상기 리페어마크들이 표시하는 상기 절단부

를 레이저 빔으로 절단하는 단계를 포함한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부한 도면들을 첨부한 도면들을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여

명백하게 드러나게 될 것이다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명에 따른 액정표시장치의 평면도이다.

본 발명에 따른 액정표시장치는 투명기판(21) 상에 N개의 게이트라인(23)과 M개의 데이터라인(27)이 교차되게 형성되어

N×M개의 화소영역을 한정한다. 상기에서 게이트라인(23)과 데이터라인(27)은 전도성 금속으로 형성되며 사이에 질화실
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리콘 또는 산화실리콘 등의 절연물질로 이루어진 게이트절연층(도시되지 않음)이 형성되어 전기적으로 절연된다. N×M개

의 화소영역 내에 N×M개의 화소가 형성되는 데, 이 화소는 게이트라인(23) 및 데이터라인(27)에 전기적으로 연결되게 형

성된 스위칭소자인 박막트랜지스터(Thin Film Transistor)에 의해 구동된다.

박막트랜지스터는 게이트전극(25)과, 소오스 및 드레인전극(31)(29)과, 반도체층(도시되지 않음)과 오믹접촉층(도시되지

않음)으로 형성된다. 상기에서 게이트전극(25)은 게이트라인(23)과 연결되게 형성되며, 소오스전극(31)은 데이터라인

(27)과 연결된다. 그리고, 드레인전극(29)은 게이트전극(25)을 사이에 두고 소오스전극(31)과 대응되게 형성된다. 상기에

서 소오스전극(31)과 드레인전극(29) 사이의 반도체층(도시되지 않음)은 채널이 된다.

상술한 구조 상에 박막트랜지스터를 덮는 패시베이션층(passivation layer : 도시되지 않음)이 형성된다. 상기에서 패시베

이션층은 질화실리콘 등의 무기절연물질이나, 또는, 아크릴(acryl)계 유기화합물, BCB(benzocyclobutene) 또는 PFCB

(perfluorocyclobutane) 등의 유기절연물질로 형성된다.

그리고, 패시베이션층 상의 화소영역에 화소전극(33)이 형성된다. 화소전극(33)은 인듐주석산화물(Indium Tin Oxide :

ITO), 주석산화막(Tin Oxide : TO) 또는 인듐아연산화물(Indium Zinc Oxide : IZO) 등의 투명한 전도성물질로 형성되는

것으로 접촉홀(35)을 통해 드레인전극(29)과 연결된다.

상기에서 화소전극(33)은 개구율을 증가시키기 위해 주변의 소정 부분이 게이트라인(23) 및 데이터라인(27)과 중첩되게

형성된다. 또한, 화소전극(33)은 인접하는 게이트전극(23) 근처에 평면 상으로 요(凹)자 형상을 이루는 오목부(39)에 의해

형성된 절단부(37)를 갖는다. 상기에서 오목부(39)는 데이터라인(27) 사이에 2개가 형성되어 절단부(37)의 폭을 작게 하

는 것이 바람직하며 화소전극(33)을 패터닝할 때 형성된다. 상기에서 화소전극(33)이 투명하므로 절단부(37)의 위치를 찾

기가 어렵다. 그러므로, 절단부(37)의 위치를 표시하는 2개의 리페어마크(41)가 형성된다. 상기에서 리페어마크(41)는 전

도성이 좋고 불투명한 금속의 게이트전극(25)을 형성할 때 같은 불투명 금속으로 기판 상에 형성되어 절단부(37)의 위치

를 육안 또는 카메라로 쉽게 볼 수 있게 한다.

상술한 구조의 액정표시장치에 있어서 패턴 불량 또는 금속성 이물 등에 의해 게이트전극(23)을 사이에 두고 인접하는 화

소전극(33)들이 단락(short)되어 점 결함(point defect)이 발생되면 화소전극(33)의 절단부(37)를 레이저 빔(laser beam)

으로 절단하여 리페어(repair)한다. 이 때, 레이저 빔(laser beam)은 화소전극(33)의 오목부(39) 사이의 절단부(37)에 집

속되도록 하는 데, 화소전극(33)이 투명하므로 절단부(37)를 검출하게 어려우므로 리페어마크(41) 사이에 집속되도록 한

다. 그러므로, 레이저 빔(laser beam)이 오목부(39)에 조사되지 않고 좁은 폭을 갖는 절단부(37)만을 절단하므로 액정 손

상을 최소화하며, 또한, 절단부(37) 절단시 패시베이션층 및 게이트절연층이 파괴되어도 화소전극(33)이 게이트라인(23)

과 중첩되지 않으므로 전기적으로 연결되지 않는다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 따른 액정표시장치와 그 리페어방법은 화소전극이 이웃하는 게이트전극 근처의 데이터라인

사이에 평면 상으로 요(凹)자 형상을 이루는 오목부에 의해 좁은 폭으로 형성된 절단부를 가지며 또한, 투명한 화소전극에

서 상기 절단부의 위치를 쉽게 확인할 수 있게 하는 불투명 리페어마크를 상기 절단부의 양 끝단에 형성하여 화소전극이

단락되어도 리페어가 용이하고 화소전극이 게이트라인과 전기적으로 연결되는 것을 방지할 수 있다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술 사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을

알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허

청구의 범위에 의해 정하여져야 할 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 액정표시장치의 평면도.

도 2는 본 발명에 따른 액정표시장치와 그 리페어방법을 설명하기 위한 평면도.

도면
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专利名称(译) 液晶显示器及其修复方法

公开(公告)号 KR100752205B1 公开(公告)日 2007-08-24

申请号 KR1020000000197 申请日 2000-01-04

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 LEE JAEGU

发明人 LEE,JAEGU

IPC分类号 G09F9/00

代理人(译) 金勇
年轻的小公园

其他公开文献 KR1020010068333A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的液晶显示器包括透明基板;薄膜晶体管的栅电极，形成在透明基
板中，与栅极线连接;透明基板中的栅电极;形成在切口部分的两端形成的
修复标记，所述切口部分形成在具有切口部分的切割部分之间，以便在
凹槽和凹槽之间进行修复处理，并指示切出部分的位置在数据线之间形
成。像素电极附近与栅极线重叠，数据线和凹槽相邻。因此，即使将栅
极线放置在间隔中并且相邻的像素电极电路短路，也可以防止修复变得
容易并且像素电极与栅极线电连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9e101f86-c63d-408e-8069-70768b7329e9
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019636283/publication/KR100752205B1?q=KR100752205B1

